Tampereen teknillinen yliopisto 27.11. 2007
Tehoelektroniikan laitos Tehoelektroniikan komponentit TEL-1160
Teuvo Suntio 5 tehtivid/ 4 6 p

Tehtéva 1.
Kuvassa 1 on esitetty kuusi komponenttia symbolien muodossa. Mitd ko. komponentit ovat?
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Kuva 1

Tehtiivi 2,
" Kuvassa 2 on esitetty annettu erddan SIC-diodin virta-jdnnitekdyrasto.

a) Madritd ko. kadyradston perusteella ko. diodin jatkuvan tilan vastinpiiri, kun 7/, =4 A ja
diodin lampétila 150°C (2 p)

b) Oletetaan, etti kokonaisvirta on 12 A ja aiot kytked kaksi ko. diodia rinnan. Miten virta
jakautuu ko. diodien kesken? Pysyyko likimain tasan vai pyrkiiko toinen ottamaan
enemman kuin toinen? Perustele vastaus kuvan 1 kdyrdn antaman informaation pohjalta (2
p)

¢) Diodin virran keskiarvo on 4 A ja tehollisarvo 5 A ja rajapintalampétila150°C. Mikid on
diodin tehohdvié (2 p) (Kuva 1).
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Taulukossa I on esitetty erddn IGBT:n parametrejd. Maaritd ko. taulukon perusteella

a)
b)
c)

Miké on IGBT:n C,, -kondensaattorin maksimi arvo (1 p)?

hilajannitteen ollessa 5 V (1 p)?

d)
e)
f)

Taulukko 1

Miki on IGBT:n maksimi kayttovirta (1 p)?
Mikd on IGBT:n tyypillinen paillekytkentd tehohdvio 50 kHz taajuudella (1 p)?
Mikid on IGBT:n tyypillinen katkaisutehohdvio 50 kHz taajuudella (1 p)?

Mikid on IGBT:n C,, -kondensaattorin tyypillinen arvo (1 p)?

Kuinka paljon tehoa tyypillisesti tarvitaan IGBT pdéille kytkemiseen 50 kHz taajuudella
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Tehtéva 4.
Tehtdvdndsi on  suunnitella  diodin  estotilaan C R
kytkeytymisen aikana ilmenevidn vardhtelyn vdhentdva SR 5
piiri (s.0. snubber) kdyttien sarjaan kytkettyd RC -piirid L(S """" LT

Tehtava 5.

kuvan 3 mukaisesti. Tiedetdsn, ettd ko. virdhtelyn
taajuus f =24 MHz ja se johtuu piirin haja-
induktansseista ja — kapasitansseista. Hajainduktanssin

Ridleyn kehittdmi4 resonanssipiirin karakteriseen Kuva 3
impedanssiin perustuvaa menetelmii. Z, =~/L/C @, =1/ LC

a) Mitoita C, (2 p)
b) Mitoita R (2 p)
¢) Miki on alkuperdisen piirin hajakapasitanssin suuruus? (2 p)

Tehopuolijohteen hidvidteho on 5 W. Jddhdytyslevyn (heat sink) ja kotelon (case) vilissd
kédytetaan piirasvaa, jolloin R, ., =2.5°C/Wja R, _,, =0.1°C/W.

a) Piirrd tilannetta havainnollistava kuva ja merkitse sithen b- ja c-kohdissa tarvittavat suureet
(2p).

b) Mitoita tarvittava jddhdytyslevy (s.o., R, . _, ), kun komponentin kotelon lampdétilan sallitaan

olevan maksimissaan 60 °C ympériston (ambient) ollessa 50°C (2p).
¢) Miki on b-kohdan tilanteessa puolijohteen rajapintalampdétila (junction) (1p)?

d) Kuinka suureksi piirasvan kuivaessa R, _,,, saa kasvaa, jotta puolijohteen rajapintalimpétila
pysyy alle 150°C (1p)?
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